
搭载SiC-SBD

混合型 SiC 模块

搭载了新一代芯片的高性能混合型SiC模块

这是由使用SiC 的 SBD（肖特基势垒二极管）和使用Si 的 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）构成的混合型SiC 模块。

额定电压从 600V到 3300V，适用范围广，有助于各种工业设备的节能及小型化。

·由高性能、低损耗芯片“第 6代 V系列 IGBT＋SiC-SBD”构成

·可大幅降低电力转换时的损耗，有助于装置的节能

·可在高频条件下工作，实现滤波器的小型化

·产品阵容广泛，可应对各种各样的需求

·产品容量充实，涵盖 600V，1200V，1700V及 3300V耐压系列。

·可与现有的Si-IGBT 模块产品兼容封装

※将采用混合型SiC 模块的主转换装置（与 JR东海共同开发）搭载在N700类车辆上、
　并通过运行测试，完成实用化评估。

封装（代表例）
用途例：所有电机驱动装置
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1. 大幅降低损耗

产品系列（计划） 3300V/1700V/1200V/600V

宽220mm×2台

从2台减少到1台

宽220mm

与现有的 Si 元件相比，可大幅降低二极管的开关损耗与
IGBT 的开通损耗，有助于电力转换装置的大幅节能。在本
公司生产的变频器※1 中，与现有机型相比，器件总损耗降
低了 28％。

2. 高输出化、小型化

与现有的Si 元件相比，可进行高频运转。
因此有助于滤波器等周边零部件的小型化、设备的
省空间化。
而且，和相同损耗·相同尺寸的现有产品相比，能实
现更大的输出容量。

使用本公司生产的变频器※1，可在不改变装置尺寸
的情况下扩大容量，例如将单机容量从 315kW 扩
大到 450kW等。
由此可减少装置的设置台数。

SiC-SBD晶圆 混合型 SiC 模块

SiC-SBDSi-IGBT

混合型SiC模块

3相变频器电路

搭载了混合型
SiC模块的
变频器装置 
450kW×1台

【现有】
搭载了Si模块的
变频器装置 
250kW×2台
⇒450kW

※1　大容量变频器“FRENIC-VG系列 叠加型（690V系列）”

Si（现有） 混合型 SiC 模块

损耗降低28％

［使用450kW时］
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1700V产品

PKGVCES 产品系列（计划） 100A以下 1000A以上
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本文档的内容如有更改, 恕不另行通知。
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安全相关注意事项
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